
Ｘ線反射率曲線の時分割測定法の開発と応用 
Development of Time-Resolved X-Ray Reflectometory  

and Its Applications 

松下 正 （Photon Factory, KEK） 
荒川悦雄 (東京学芸大学） 
Wolfgang Voegeli （東京学芸大学） 
岩見 隆太郎 （東京学芸大学） 
亀沢 知夏 （東京学芸大学） 
矢野 陽子 （近畿大学） 
西 直哉 （京都大学） 
池田 陽一 （京都大学） 

S2型課題：2013S2-001 
有効期間：3年間（2013.4-2016.3） 

外的刺激 

実験ステーション： PFAR-NE7A 
これまで使用したビームタイム 
  2013年4月19日～4月26日（7日間） 
  2013年5月10日～5月17日（7日間） 
  2013年12月11日～12月20日（9日間） 
  2014年1月17日～1月25日（8日間） 

研究の目的 
鏡面Ｘ線反射率曲線の時分割測定をし、外的刺激によ
る薄膜や表面･界面の構造変化をサブ秒～ミリ秒の時
間分解能で実時間追跡することを実現すること、を目
的としている。より具体的にはこれまでの実績を踏まえ
て方法論を確立しユーザーフレンドリーな装置技術お
よび実験環境を整えユーザーを受け入れることができ
る水準まで技術の熟成度をあげるとともに、実際にいく
つかの興味あるサンプルを対象に時分割Ｘ線反射率
曲線の実例を示すことを目指す。 
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⑦ Time resolved X-ray reflectometry of 
photo-responsive Langmuir-Blodgett films 

under ultraviolet irradiation 

Etsuo Arakawa, Tokyo Gakugei University 
Samples from S. Nagano and T. Seki,  
Nagoya University 

中間状態の存在 

反射率曲線の第二ディップ
の位置を説明するために、
各状態の存在割合を求め、
中間状態の反射率曲線を
計算した。 
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